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1. はじめに 

前回までに我々は、Hf 系 MONOS 積層構

造をゲート部に有する MISFET およびダイ

オードについてメモリ特性を報告した[1,2]。

今回、Hf 系 MONOS 型構造の不揮発性メモ

リ動作の作製条件依存性について報告する。 
 

2. 実験方法 

P-Si(100)±1°基板を SPM洗浄、希フッ酸

処理を行った後、ECR スパッタ法により

MONO(HfN0.5/HfO2/HfNx/HfO2)ゲート積層構

造を in-situ で形成した。まず、トンネル層

(TL)として HfO2 を Ar/O2:23/4.6 sccm (0.19 

Pa)雰囲気中で堆積し、電荷捕獲層(CTL)とし

て HfNxを Ar/N2:4 - 8/6 - 10 sccm (0.09 - 0.10 

Pa)雰囲気中でN/Hf比を変化させて堆積した

[3]。次に、ブロック層(BL)を TLと同様の雰

囲気中で堆積後、電極(M)として HfN0.5 を

Ar/N2:10/0.2 sccm (0.09 Pa)雰囲気中で堆積し

た。最後に、N2 (1 SLM)雰囲気中で 600C/1 

min の熱処理を行った後、Al 電極を形成し

MONOSダイオードを作製した。このように

作製した試料に関して C-V 特性による評価

を行った。 
 

3. 実験結果および考察 

図 1に Hf系MONOS型ダイオードの CTL

の堆積時間依存性を示す。CTL膜厚を増加す

ることで、書き込み条件 10 V/1 sにおけるメ

モリウィンドウ(MW)が 2.7 V まで増加し、

さらに膜厚を増加させるとMWが 0.4 Vまで

減少することが分かった。図 2 に、Hf 系

MONOS型ダイオードのCTL堆積時のAr/N2

流量比依存性を示す。N/Hf 比を化学量論組

成である 1.3から 1.1に低減することで、MW

が 0.5 Vから 2.9 Vに増加することが分かっ

た。 
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図 1  MWの CTL堆積時間依存性。 
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図 2  MWの N2/(Ar+N2)比依存性。 
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